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Висмут – полуметалл, представляющий интерес с практической и научной точек зрения. Висмут характеризуется низкой концентрацией носителей заряда (≈ 1023 м-3), слабой температурной зависимостью концентрации и большой длиной свободного пробега носителей заряда в монокристаллах (1 мкм при 100 К). Висмут проявляет очень сильные диамагнитные свойства, что позволяет использовать его для защиты от магнитного поля. Сильный магнеторезистивный эффект позволяет использовать висмут в качестве датчиков магнитного поля. На основе висмута синтезируются многие промышленные термоэлектрические материалы (например, сплавы с теллуром, сурьмой и т.д.) [Исси, 1].
Поликристаллические плёнки висмута проще в изготовлении, что делает их значительно дешевле монокристаллических образцов. Тем не менее, поли-кристаллические пленки висмута не достаточно хорошо исследованы по сравнению с монокристаллами [Галло, 2].

В данной работе изучены плёнки висмута, полученные разными методами: электрохимическим осаждением, центробежным затвердеванием, либо электрохимическим осаждением с последующим отжигом. С помощью рентгенодифракционного анализа и СЭМ-микроскопии исследована структура плёнок, определены размеры зерен и текстура. Измерены удельное сопротивление, магнетосопротивление, коэффициент Зеебека, коэффициент Холла в диапазоне температур 4–300 К и магнитных полей до 8 Тл. 

Из коэффициента Холла, коэффициента Зеебека, магнетосопротивления и электросопротивления на основе подхода [Накамура 3] рассчитаны концентрации и подвижности носителей заряда. Учет текстуры при решении транспортных уравнений для носителей заряда [Ландау, 4] позволил объяснить величину коэффициента Зеебека.

Различия в электрофизических свойствах исследованных плёнок висмута объяснены перераспределением роли механизмов рассеяния носителей заряда при изменении температуры и размеров зерен, а также с учетом текстуры плёнок.
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